Alan Etkili Transistorler (Field Effect
Transistors)

Alan etkili transistorler isleme prensibine gore ikiye ayrilir.
1- Junction field effect transistor (JFET)
2-Metal oxide semiconductor field effect transistor (MOSFET)

Kanal bolgesinin tipine gére n kanalli ve p kanalli olarak da
siniflandirilabilir.



Bipolar Eklem Transistor(BJT) ve Alan etkili Transistor
(FET) arasindaki onemli farklar asagida maddeler olarak
belirtilmistir

- BJT akim kontrollt iken FET gerilim kontrollGddar.

- BJT de iki tip yuk tasiyicisi(elektonlar ve desikler)
varken FET’te yuk tasiyicilari tek tip olup kanal
bolgesinin p veya n tipi olmasina bagh olarak ya
desiklerdir (p tipi yariiletken icin cogunluk tasiyicilari
desiklerdir), ya da elektronlardir(n tipi yariiletken icin
cogunluk tastyicilari elektronlardir).



BJT ve FET arasindaki fark sekilde gosterilmistir.
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Bir FET’in yukselte¢ olarak calismasi, icinde bir n kanalli
FET bulunan sekildeki temel vyukselte¢ devresiyle
incelenebilir. Bu devrede ayri bir gecit 6ngerilim bataryasi
verine sekilden gorulecegi lzere kaynaga seri bir direng
baglanarak saglanmistir.Gecit gerilimi akitici kaynagina bir
gerilim bolucu baglanarak saglanir.
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Calisma noktasi, cikis devresindeki d.a gerilim
Dismelerinden yuk dogrusu icin esitlik yazarak belirlenir.

Vaa = laRp, — Vgs — IqRs = 0

Bununla birlikte gecit 6ngerilimi bilinmedigi icin bir bagintiya
daha ihtiyac vardir. Bu baginti giris devresinde KGY

uygulanarak yazilabilir.
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Her iki esitlik de ayni bicime sokulabilir.

Yuk dogrusu
Vaig 1

[, = — V
1R, +R, R,+R %
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* Ongerilimleme dogrusunun aktarim belirtkenleri Gizerinde
cizimi Sekilde gosterilmistir.




* Kaynak éngerilimli yukseltecin calisma noktasi aktarim
belirtgenleriyle dngerilimleme dogrusunun kesisme
noktasindan sekilde gosterildigi gibi bulunur.
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